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Geniş dalğa intervalında işləyə bilən, xarıcı təsirlərə, yüksək radiasiyaya, 

böyük təzyiqə və temperatura davamlı yarımkeçirici maddələrin, hərtərəfli 
öyrənilməsi məsələsi qarşıya qoymuşdur. Yeni yarımkeçirici birləşmələrin 
sintezi və onların fiziki-kimyəvi xassələrin tədqiqi, ən aktual məsələlərdən 
biridir. Ədəbiyyat materiallarının analizindən bizə məlumdur ki, sink-sulfid 
(ZnS) çox yaxşı fotohəssas maddədir. Nadir torpaq elementi olan evropium 
əsasında alınan EuS birləşməsi maqnit xassəli yarımkeçiricidir. İşin əsas 
məqsədi sink-sulfid və evropium-sulfid (EuS) arasında gedən qarşılıqlı təsirin 
xarakterini öyrənmək, bu qarşılıqlı təsir zamanı alınan ZnEuS2 birləşməsinin 
optimal sintez rejimini müəyyən etmək və bu birləşmələrin xassələrini tədqiq 
etməkdən ibarətdir. ZnEuS2 birləşməsi ilk dəfə olaraq sintez edilmişdir. 
ZnEuS2 birləşməsinin sintezi viziual kombinə edilmiş ampula üsullu ilə 900-
10000 C temperaturda aparılmışdır. Alınmış ZnEuS2 birləşməsi açıq qonur 
rəngli toz halında kristallik, çətin əriyən maddədir . Bu birləşmənin ərimə 
temperaturu yüksək temperaturlu differensial-termiki analızın köməyi ilə 
müəyyən edilmişdir. Ərimə temperaturu 15500C-dir. Alınan birləşmənin 
piknometrik üsulla sıxlığı təyin edilmişdir. ZnEuS2-ün sıxlığı ρ = 5,89 q/sm3 – 
dur. Bu birləşmənin mikrobərkliyi PMT-3 markalı mikrobərkliliyi ölçən cihaz-
la təyin edilmişdir. ZnEuS2 üçün bərklik Hµ = 2260 MPa-dır. ZnEuS2 birləş-
məsi hava və suya qarşi davamlıdır, yalnız mineral turşular onu parçalayır. 
ZnEuS2 birləşməsinin rentge-difraktoqramı difraktometr D2 Avance firma 
Brukerdə çəkilmişdir. Rentgen faza analiz vasitəsilə birləşmənin fərdiliyi 
sübut olunmuşdur. YTDTA və mikroquruluş analizləri bunu tam təsdiqləyir. 
ZnEuS2 birləşməsi yuxarı simmetriyalı kubik sinqoniyada kristallaşır. Hesab-
lanmış qəfəs sabitləri aşağıdakı kimidir. ZnEuS2 : a = 8.90 A0 – dir. ZnEuS2 
birləşməsinin bir sıra elektrofiziki xassələri öyrənilmişdir. ZnEuS2 birləşmə-

sinin elektrik keçericiliyinin, termo.e.h. qüvvəsinin temperaturdan asıllığı və 
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maqnit sahəsində müqavimətin dəyişməsi (Qaus effekti) öyrənilmişdir. 
Müəyyən edilmişdir ki, bu birləşmə n-tip maqnit xassəli yarımkeçiricidir. 
Onun qadağan olunmuş zolağının eni ΔΕ =1,48 ev-dur. 
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Heterokeçidlərin fotoelektrik xassələrinin tədqiqi fototranzistorlarda və 
günəş elementlərində praktiki tətbiqi baxımından çox aktualdır. Lakin hetero-
keçidlərin fizikası və texnologiyasının digər vacib aspekti də qeyri-ideal hete-
rokeçidlərin tədqiqi və praktiki tətbiqi ilə bağlıdır. Qeyri-ideal heteroke-
çidlərdə yarımkeçiricilərin müxtəlif xassələri ilə bağlı bir sıra müxtəlif effektlər
və hadisələr müşahidə olunur Qeyri-ideal heterokeçidlərin öyrənilməsinin 
istiqamətlərindən biri də A2B6 birləşmələrinin əsasında günəş elementlərinin 
tətbiqi imkanlarının araşdırılmasıdır [1-3]. 

Müxtəlif kimyəvi və faizcə tərkibli ZnSe1-xTex nazik təbəqələri Si altlıqlar 
üzərində məhluldan kimyəvi çökdürmə metodu ilə alınmışdır. Tədqiq olunan 
heterokeçidin fotohəssaslığın spektral paylanması, qaranlıq və işıqda volt-
amper xarakteristikaları, volt-farad xarakteristikaları tədqiq olunmuşdur. 

Si/ZnSe1-xTex heterokeçidinin termik emaldan əvvəl qaranlıq volt-amper 
xarakteristikaları müxtəlif tərkibli ZnSe1-xTex təbəqələri üçün şək. 1 -də gös-
tərilmişdir. 

Müxtəlif müddətlərdə termik emal olunmuş Si/ZnSe1-xTex (x=0,5) hete-
rokeçidinin termik emaldan sonra volt-amper xarakteristikaları şəkil 2 -də 
göstərilmişdir/Müxtəlif müddətdə termik emal olunmuş Si/ ZnSe1-xTex (x=0,5) 
heterokeçidinin işıq volt-amper xarakteristikalarının (b) təhlili göstərir ki, 
Havada 20 dəq. müddətində termik emal olunmuş heterokeçidlər üçün açıq 
dövrə gərginliyi 0,9 V, qısa qapanma cərəyanı 36-38 mA/sm2-a çatır. 
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